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A 3.60 | 3.80 | 4.00
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_ A2 3.10 | 3.30 | 3.50
El A3 1.30 | L.60 | 170
b 0.44 0.53
! bl 0.43 | 0.46 | 0.48
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|——bl—m ¢ 2.54BSC

\rr7\ B A 7.62BSC
BASE METAL \7 Cil § B 762 | _ | 930
= — eC 0 0.94

WITH PLATING L 3.00

SECTION B-B

FHHEEHRE DTG KT E AR KT Page 8 of 10



O

SiGma Micro

IC Solution Designing ShH
8.2 ESOPS #}3
0 0 A
T m
i
DI | i
| }
0 [ T L
HEHEH
W= 1 I
i N | ~—a_
T A2 { ~ +— 25
L 0 :J_i_—l I ‘_—___Ll 1‘1[_:]:1_
Al v 8/ L]
B AE
H | -
I ‘
| |
I |
- El |
!! ) I BASE METAL
o S——— ' _I TWITH PLATING
DIZ' | E [ E! SECTION B-B
b gl ¥ 3
Dimensions In Millimeter
Symbol
Min Nom Max
1.75
0.05 0.15
1.30 1.40 1.50
0.60 0.65 0.70
FBEBRENTSEE T E XA KA Page 9 of 10



(o SiGma Micro

IC Solution Designing riYas

b 0.39 - 0.48

bl 0.38 0.41 0.43

c 0.21 - 0.26

c1 0.19 0.20 0.21

D 4.70 4.90 5.10

E 5.80 6.00 6.20

E1l 3.70 3.90 4.10

e 1.27BSC

h 0.25 - 0.50

L 0.50 - 0.80

L1 1.05BSC

0 0 - g

D1 2.13REF 2.90REF

E2 2.13REF 2.00REF

9. BEEudx

&N EHHH EHAE BHA
V1.0 2012-9-13 | WX KA WBC
V1.1 2013-04-26 | 1B BRI E SC, 39 in #8 [ x S tr A ) £ i 1 WBC

FHHEEHRE DTG KT E AR KT

Page 10 of 10



	1. 概述
	2. 特性
	3. 引脚说明
	4. 管脚功能定义
	5. 定购信息
	6. 电气参数
	7. 应用电路图
	7.1 小电流和低电压的正反转线路
	7.2 大电流和高电压的正反转线路

	8. 封装信息
	8.1 DIP8封装
	8.2 ESOP8封装

	9. 修改记录

